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Un dispositivo de efecto Hall comprende una pla-
ca de compuesio semiconductor de alta movilidad de los
portadores de carga,dotada de electrodos de tensién Hall
vy de alimentacién de corriente, y conductores conecfados
a dichos electrodos. La sensibilidad y campo magnético
de un dispositivo Hall varla inversamente con la reluc-
tancia magnética del total de lfmeas de flujo en direc-
ciones perpendiculares a la placa de semiconductor. Porxr
lo tanto, cuanto menor es la reluctancia magnética, ma-
vor es la sensibilidad y mayor es también la magnitud de
concentracién de flujo sobre la placa de semiconductor,
en su zona situada entre los electrodos, En las cépsulas
de dimpositivos do ¢fecto llall pars utilizar on aplica-
ciones tales como cdommutacién magnética, deteccidén de
proximidad, y deteccidén de corriente, es conveniente dig
poner del mayor grado posible de concentracién de flujo
para proporcionar un dispositivo altamente sensible. En
tales dispositivos, cuanto menor es el entrehierro exls-
tente on el circuito magnético, mayor es la concentracién
de flujo on el entrehierro. La reduccidn del entrehierro
total sc consigue, generalmente, mediante el empleo de
concentradores de flujo; 3in embargo, las cfpsulas de
dispositivos de efecto lall existentes hasta ahora, care-
cen de concentradores de flujo que reduzcan el entrehie-
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rro al minimo desscado del espesor de la pastilla de se-

miconductor ilall.

RESUMEN Di L4 INVENCION

in el dispositivo modular de efecto Hall de
la presente invencién, sc¢ dispone de una envolvenite de
pléastico la cual tiene una cavidad, y en la cavidad exis-
te una pastilla de semiconductor Hall de circuito inte-
grado, la cual estd wmontada sobre la placa sustentadora
del concentrador de flujo ferromagnético. Encima de la
pastilla de semiconductor existe un elemento concentra-
dor de flujo ferromagnético, en forma de T, el cual se
extiende desde la parte superior de la envolvente hacia
abajo al intorior de.la cavidad, y estd en alineacién
con la pastilla de semiconductor Hall, separada de la
mismn mediante un pequeiio entrehierro, Introducido en la
parte inferior de la envolvente y dispuesto hacia arri-
ba contra la placa sustentadora del concentrador de flu=-
Jjo, hay un concentrador de flujo de ndcleo ferromagnéti-
co en forma de U. Las patas del nldcleo se extienden
hacia arriba hasta la superficie superior de la envolven-
te, ¥ el concentrador de flujo en forma de T, la pastilla
de gemiconductor Hall, ¥ la placa sustentadora del con-

centrador de flujo, estin situados entre las patas del
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ndecleo en forma de U. Esta mejor disposicidn de los con-
centradores de flujo, unido a un imén permenente exterior,
proporciona unas lineas de flujo magnético, cerrades, con
un eficaz entrehierro magnético que es sdlo ligeramente
mayor que el espesor de la pastilla de semiconductor.
Para algunas aplicaciones, tales como la conmutacidn y
deteccidn de corriente, el entrehierro total no es mayor
que el espesor de la pastilla de semiconductor Hall, mids
el espesor del entrehierro entre la pastilla de semicon-
ductor y el concentrador de flujo en forma de T, y en la
presente disposicidn, este entrehierro total es aproxima-
demente de 0,50 mm. Para otras aplicaciones, el entrehie-
rro total se veria incrementado solamente por el entrehie
rro exlstente enire el iman exterior y la parte superior
de l& envolvente.

El montaje de la pastilla de semiconductor
Hall sobre la placa sustentadora del concentrador de flu-
jo ferromagnédtico, permite la refrigeracidn, aislamientos
de esfuerzos, y mdxima densidad de flujo entre la placa
y el concentrador de flujo en forma de T. Ademds, se pro.
porciona un efecto de disipador de calor, lo cual permi-
tird el funcionemiento de la pastilla de semicorductor
a tensiones superiores a las que serian posibles de otra
forma. Esio es convéniente, ye que la sensibilidad Hall,

aumenta proporcionalmente con la tensidn de alimentacidn.



La presente construccién de cépsula permite
una estrecha tolerancia de colocacién de los concentra-
dores de flujo con respecto a la zona Hall de la pastilla
de semiconductor,

Asimismo, la presente construccién propor-
ciona un médulo de efecto Hall bésico, el cual puede uti-
lizarse como bloque de construccién bisico para distin-
tas cépsulas de transductores llall para aplicaciones de

conmutacién, deteccidén de proximidad y deteceidén de co-

10 rriente,

Por consiguiente, un objetivo principal de
la presente invencién es proporcionar un dispositivo de
efecto Hall, que tiene una disposicién nueva y mejorada
de los concentradores de flujo.

Otro objetivo de la presente invencién es
proporcionar un dispositivo de efecto Hall, que tiene
una disposicién nueva vy mejorada de los concentradores
de flujo, lo cual proporciona unas lineas de flujo mag-
nético cerradas, con un eficaz entrehierro magnético,

s6lo ligeramente mayor que el espesor de la pastilla de

seumiconductor,

Otro objetivo mAs de la presente invencién
es proporcionar un médulo de efecto Ilall nuevo y mejora-
do, ei cual puede utilizarse como bloque de construccién

25 bésico para distintas cédpsulas de transductores Hall.
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Otro objetivo de la presente invencién es
proporcionar un dispositivo de efecto Hall, que tiene
una disposicién nueva y mejorada de los concentradores
de flujo, uno de los cuales es un nicleo en forma de U,
para proporcionar unas lineas de flujo magnético cerra-
das con un minimo entrehierro magnético efectivo.

Otro objetivo de la presente invencién, es
proporcionar una cépsula de efecto Hall, que permite la
colocdeidn con estrecha tolerancia, de concentradores
de flujo en la zona liall de la pastilla de semiconductor.

Los objetivos que anteceden y otros, asi co-
mo las caracteristicas y ventajas del invento, resulta-
rédn evidentes en la siguiente deseripeidén mds particular
que se hace de las realizaciones précticas preferidas de
la invencién, com& 56 ilustra en los dibujos que se acom-

pafian.
BReVE DESCKIPCION DE LOS DIBUJOS

La fig. 1 es una vista isométrica, con uma
seccién que muestra un dispositivo de efecto Hall, cons-
truido de acuerdo con la presente invencién.

La fig., 2 es una vista en corte tomada gene-
ralmente a lo largo de la linea 2-2 de la fig. 1.

La fig. 3 :s una vista en corte tomada gene-
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ralmente a lo largo de la linea 3-3 de la fig. 1.

La fig. 4 es igual que la fig. 2, con la adi-~
cién de un iman permanente exterior para proporcionar un
interruptor,

La fig. 5 muestra una modificacidn del dis~
positivo de las figs. 1, 2 y J, para proporcionar un per-

captor de corriente.

La fig. 6 muestra otra modificacién del dis-
positivo de las figs. 1, 2 y 3, para proporcionar un por-

ceptor de corriente,

DESCRIFCION DE LAS REALIZACIONES PRACTICAS
PREFERIDAS
Con referencia a las figs. 1, 2 ¥y 3, el mé-
dulo de efecto Hall' 10, comprende una envolvente que tie=-
ne una seccidén de base 1l y una seccién superior 12, las
cuales se unen entre s{ mediante soldadura ultrasénica,
o mediante cualquier otro medio adecuado. Las secciones
11 y 12, se moldean preferiblemente en material pléstico,
y, en la presente realizacién prictica, las dimensiones

del médulo son 2,159 x 4,57 x 6,60 mm,

Una ranura 13 se extiende a través de la par-
te inferior de la soccién de la base 11, y dos orificios
rectangulares 14 se extienden desde la parte superior de

la envolvente hasta la ranura. La ranura y los orificies
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estéan adaptados para recibir una insercién 135 de nticleo
concentrador de flujo en forma de U, que estd comstruida
de hierro dulce. Montada en la seccidén de base 1l y asen
tada directamente sobre el nicleo 135, hay una insercidn
16 de placa sustentudora de hierro dulce que sirve tam-
bién como concentrador de flujo. Unida directamente a

la placa sustentadora 16 mediante una resina epoxfdica
eléstica adecuada, hay una pastilla de semiconductor Hallb
17 de circuito integrado, la cual, en la presente reali-
zacidén practica, tiene unas dimensiones méximas de 1,52 x
1,77 x 0,40 mm, La pastilla de semiconductor Hall, se
extiende al interior de una cavidad 18 que hay en la par-
te inferior de la seccién superior 12 y la pastilla de
semiconductor ost4 dotada de cuatro conductores flotantes
19 los cuales se coﬁéétan a los electrodos de intensidad
vy de voltaje de la pastilla de semiconductor a cuatro pa=
tillas de terminalos 20 montadas en la secoidn inferiox
11, Montada en la scccién superior 12 hay una insercidén
21 de concentrador de flujo de hierro dulce, en forma'de
T, la cual se extiende al interior de la cavidad y esté
en alineacién con la pastilla de semiconductor Hall, pe
ro esti separada de la misma mediante un pequefio entre-
hierro, La cavidad 18 puede llenarse con "silgard" o un
material similar, para amortiguar cualquier vibracién de
los conductores. Los concentradores de flujo y las pati-
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llas de los terminales, pucden introducirse ultrasénica-~
mente, para simplificar el proceso de moldeo del médulo.

‘ El montaje de la pastilla de semiconductor
Hall a la placa sustentadora de hierro 16, proporcionaréi
no solamente una baja reluctancia magnética, sino también
una maxima conductancia de calor, para la refrigeracidn
de la pastilla de semiconductor, al mlsmo tiempo que re-

duce al winimo los esfuerzos en la pastilla de semicon-

_ductor. Sin embargo, deberd entenderse que si no se de~

sea utilizar la placa sustentadora 16, la pastilla de se-
miconductor Hall, puede montarse directamente en la super-
ficie interior de la porcién de base de la insercién de
nticleo en forma de U 15, y extenderse al interior de la
cavidad.

La conéffﬁccién del médulo y la disposicién
de los concentradores de flujo, y particularmente el em-~
pleo del nticleo en forma de U 15, produce, un diapositi~
vo de efecto Hall, sensiblemente mejorado, el cual permi-
te conseguir unas lineas de flujo cerradas entre los dos
extrenos del niicleo en forma de U y la parte superior cen
tral, con un entrehierro efectivo ocasi tan pequeiio como
el espesor de la pastilla de semiconductor Hall, Esto
aumqnta considerablemente la sensibilidad con respecto
a un disefio de lineas de flujo abiertas, y permite obte=
nexr diseflos de conmutador y transductores muy pequefios,
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asfi como la puesta en préctica de un perceptor de bajo
nivel de corriente con carga U para corriente continua,
en el circuito vigilado,.

Con referencia a la fig. 4, en la misma se
ilustra el empleo del presente médulo con un imén perma-
nente exterior para realizar una funcidén de commutacién.
El imén permanente 22 puede deslizarse a lo largo de la
superficie superior del médulo y, en la posicidn que se
indica, el polo S del iuwdn est&d en contacto con la rama
izquierda del ntcleo 15, vy el polo N estd en contacto con
el conceqtrador de flujo 21. ILn esta posicién, el flujo
descenderd a través de la pastilla de semiconductor lall,
sigulendo un camino indicado por la linea de trazos 23
para generar una tensién Hall de una polaridad. Se ob-~
servard que ol empiéé del nidcleo 15 da como resultado
unas lineas de flujo cerradas con un entrehierro total
eficaz que estd limitado al espesor de la pastilla de se-
miconductor 17, mas ol cntrehierro entre la pastilla de
semiconductor y el concentrador de flujo 21, En la pre-
sente realizacién préactica, este entrelierro total es so~-
lamente de unos ¢, 50 mm, L1 movimiento del imén hacia
la derecha hasta una posicién en que el polo M esté en
contacto con la rama izquierda del micleo 15, ¥ el polo
S estd en contucto con el concentrador de fiujo 21, da-
rd como resultadu una corriente de flujo que descenderd
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por la rama derecha del niicleo y ascenderd a través de
la pastilla de semiconductor Hall, para generar una ten-
sién Hall de polaridad opuesta, Las lineas de flujo se
cerrardn en la misma forma que anteriormente.

Con referencia a la fig, 5, en ésta se mues-
tra el presente médulo modificado ligeramente para pro-
porcionar un dispositivo perceptor de corriente, La modi-~
ficacién consiste en hacer que una ramsa del nilcleo en
forma de U 15, sea mis larga y curvarla para formar una
poreidén de circuito exterior 1l5a, la cual se conecta en
forma adecuada directamente al concentradvr de flujo 21.
Esta disposicién proporciona un bucle de flujo sumamente
cerrado, para la pexrcepcién de corrientes. La corriente
que ciroula en un conductor 24 situado dentxro de la por-
cién de circuito de fidjo exterior l5a, generard un cam=-
po magnético el cual hace gque se induzca un flﬁjo magné-
tico en el circuito. El flujo circulardi a través de la
pastilla de semiconductor Hall 17, y en un camino indica-
do por la linea de trezos 25. Se observard que el empleo
del nticleo 15 y la porcién exterior del circuito da como
resultado unas lineas de flujo cerradas, con un entrehie-
rro total efectivo que esti limitado al espesor de la
pastilla de semiconductor 17 mis el entrehierro entre la
pastiila de semiconductor y el concentrador de flujo 21.

Este entrehierro total es solamente de unos 0,50 mm,
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En la modificacién que se muestra en la fig. 6,
el perceptor de corriente se construye afiadiendo un ele~
mento exterior ferromagnético 26, en forma de U, al médu-
lo bésico. Asimismo, se gquitan las ramas del ntcleo 15,
en forma de U, y solamente se utiliza la porcién de la
base o inferior 15 d. El elemento 26, en forma de U, se
construye preferiblemente de hierro dulce, y tiene una
ramayzéa, debidamente coneetada directameitte a la parte
inferior del elemento concentrador de flujo 15b, y el ex-
tremo de su otra rama 26b, estd debidamente conectado di-
rectamente al concentrador de flujo 21, LEsta disposicién
proporciona también un bucle de flujo sumamente cerrado.
Con un conductor 27 que conduce corriente, colocado den=-
tro de la porcién de circuito de elemento 26, la circula-
eién de las lineas de flujo seguirdn el camino indicado
por la linea de trazos 28, y este camino tendr4 ol miswmo’
entrehierro efeotivo total que el deserito anteriormente.

En algunas aplicaciones, tales como la detec-
cién de proximidad, el entrehierro efectivo total puede
aumentar, pero sélo una magnitud igual a la distancia en=-
tre el médulo y la fuente de campo magnético exberior que
se est4d detectando,

Si bien se ha mostrado y descrito particular-
mente la invencién haciendo referencia a realizaciones
préicticas preferidas para la misma, quienes conozcan la
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técnicu comprenderdn que pueden efectuarse diversas modi-
ficaciones en cuanto a forma y detalles, sin apartarse del
espiritu y alcance de la invencién.

Esta solicitud que corresponde a la prescentada
en Estados Unidos de América, el dia 12 de Noviembre de
1973, bajo ol N¢ 415,203, sc acoge a los beneficios del ar-

ticulo 51 del vigente Estatuto sobre Propledad Industrial.

Ri:TVINDICACIONES

los puntos'd; invencidén, propia y nueva, que
se presontan para que sean objeto de esta solicitud de
Patente de Invencién en Espaifla, por VEINTE aiios, son los
que se recogen en las reivindicaciones siguiontes:

12, Un dispositivo de efecto Hall, que compren
de: una envolveute de material amagnético, gue tiene en
la misma una cavidad; un elemento de insercién de placa
sustentadora, construido de material magnético, colocado
contiguo a dicha cavidad; una pastilla de semiconductor
Hall, montada sobru dicha placa sustentadora, y que se
extiende al interior de¢ dicha cavidad; un segundo elemen=-

- 13 =
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to de insercién, construido de material magnético, que co
necta una superficie exterior de la envolvente con dicha
cavidad, extendiéndose dicho segundo elemento al interior
de la cavidad, en alineacidn con dicha pastilla de elemento
semiconductor perc separada de la misma por un entreliierro;
un terc¢er elementc de insercidn, construido de material
magnético, que conecta dicha placa sustentadora con dicha
superficie exterior de la envolvente, proporcionande di-
cha plaéa sustentadora y los elementos segundo y tercero,
conjuntamente con un imén permanente exterior, unas lineas
de flujo magnético cerradas, con un ontrehierro magnético
eficaz total que es sélo ligerumente mayor que el espesor
de dicha pastilla de semiconductor.

2%, Un dispositivo de efecto Hall, que compren
de: una envolvente de-material amagnético, que tiene en
la misma una cavidad; un elemento de insercién de placa
sustentadora, construido de material magnético, colocado
contiguo a dicha cavidad; una pastilla de semiconductor
Hall, montada sobre dicha placa sustentadora, y que se
extliende al interior de dicha cavidad; un segundo elemen-
to de insercién, de material magnético, que conecta una
superficie exterior de la envolvente con dicha cavidad,
extendiéndose dicho seguﬁdo elemento al interior de la
cavidad, en alineacién con dicha pastilla de semiconduc-
tor pero separada de la misma por un entrehierro; un ter-
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cer elemento de insercién en forma de U, construide de
wmaterial magnético, dispuesto en contacto con dicha pla-
ca sustentadora y que tiene sus ramas extendiéndose a tra
vés de la envolvente hasta dicha superficie extorior de
la envolvente, proporcionando dicha placa sustentadora y
los elementos segundo y tercero, conjuntamente con un imén
permanente exterior, unas lineas de flujo magnético cerra-
das, con un entrehierro total efectivo, que es sélo lige-
ramente mayor que el espesor de dicha pastilla de semicon-
ductor,

3¢, Un dispositivo de efecto Hall, que compren
de: una envolvente de material amagnético, que tiens on
la misma una cavidad; una insercidén de concentrador de flu
Jo, en forma de U, construida de material magnético, que
tiene su porcidén de la base extendiéndose a través de una
porcién de la envolvente, y sus dos porciones de ramas exe
tendiéndose a través de la envolvente hasta una superficie
exterior de la misma; wuna insercién de concentrador de flu
Jo de place sustentadora, construida de material magnético,
dispuesta entre las porciones de ramas y en ocovntacto con la
porclén de base de diclia insercidn on forma do U; una pag
tilla de semiconductor llall, montada sobre dicha placa sus
tentadora y que se extiende al interior de dicha cavidad;

una tercera insercién de concentrador de flujo, de material

magnético, que ge extiende desde dicha superficie exterior
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de la envolvente al interior de dicha cavidad, en alinea
cidén con dicha pastilla de semiconductor, pero separada

de la misma por un entrehierro, siendo dichas inserciones
concentradoras de flujo efectivas cuando se acoplan con
medios magnéticos exteriores para proporcionar lineas de
flujo magnético cerradas con un entrehierro total efectivo
que es igual al espesor de dicha pastilla de semiconductor,
més él entrehierro existente entre la pastilla de semicon-
ductor y dicho tercer concentrador de flujo.

L2, Un dispositivo de efecto Hall, como el de
la reivindicacidén 32, que tiefie patillas terminales que se
extienden parcialmente al interior de dicha cavidad, y con-
ductores que unen dichas patillas con electrxrodos de corrien
te vy voltaje existentes en dicha pastilla de seumiconductor
Hall.

8, Un digpositivo de efecto Hall, como el de
la reivindicacién 32, en el que ol material amagnético de
dicha envolvente, es pléstico, y el materi;l magnético de
dichas inserciones, es hierro.

62, Un dispositivo de efecto llall, como el de
la reivindicacién 32, on el que dicha superficie exterior
de la envolvente estid adaptada para sostener en forma des-
lizable un imén.

g8, Un dispositivo de efecto Iall, que compren=-
de: una envolvente de material amagnético; una cavidad cn

- 16 =~



la poreidén central de dicha envolvente; una insercidén de
concentrador de flujo, en foruia de U, de material magnéti-
co, que tiene su porcién de base extondiéndose a través de
la poreién inferior de la envolvente, y sus dos porciones
5 de rama extendiéndose hacia arriba a través de la envolven~
te hasta la superficie exterior superior de la misma; una
insercidén de concentrador de flujo do placa sustentadora,
de material magnético, dispuesta entre las porciones de las
ramas y en coutacto con la superficie interior de la porcién
10 de base de dicha insercidén en forua de U; una pastilla de
semiconductor . Hall, uontada sobre dicha placa sustenta-
dora ¥y que se extlende al interior de dicha éavidad; y una
tercora insercién de concentrador de flujo, construida de
material magnético, la cual se extiende desde dicha super~
15 ficie exterior superiéé"de la envolvente, al interior de
. dicha cavidad, en alineacién con dicha pastilla de semicon=
ductoxr pero separada de la misma por un entrehierxo.
8¢, Un dispositivo de efecto llall, ocomo el de
la reivindicacién 72, on el que dicha superficie exterior
2Q superior de la envolvente es sensiblemente plana, y los ex-
tremos de las ramas de dicha insercién en forma de U, y un ex

tremo de dicha tercera insercién, estén al ras con dicha super

ficle..

9¢. Un dispositivo de efecto Hall, que compren~

25 de: una envolvonte de material amagnético; una cavidad en

18.12.74 - 17 -
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la porcién central de dicha envolvente; una insercién du
concentrador de flujo, en forma de U, de material magnéti-
co, que tiene su porcién de base extendiéndose a través de
la porcidén inferior de la onvolvents, y sus dos porciones
de rama extendiéndose hacia arriba a través de la envolven-
te, hasta la superficie exterior superior de la misma; una
pastilla de semiconductor Iiall, colocada entre las porcio-
nes dé las ramas y en contacto con la superficie interior
de la porcién de la base de dicha insercidén en forma de U,
extendiéndose dicha pastilla de semiconductor Hall, al in-
terior de dicha cavidad; y una segunda insercién de concen-
trador de flujo, de material magnético, que sc extiende des-
de dicha superficie exterior superior de la envolvente al
interior de dicha cavidad, en alineacién con dicha pastilla
de semiconductor, pero .separada de la misma por un entrehie
rro,

10¢, Un dispositivo de efecto Hall, para detec=-
tar la eirculacién de corriente por un conductor que com-
prende: una envolvente de material amagnético, que tiene
una cavidad en la misma; un elemento de insercién de placa
sustentadora, construido de material magnético, dispuesto
contiguo a dicha cavidad; una pastilla de sewiconductor
Hall, montada sobre dicha placa suétentadora Y que se ex-
tiende al interior de diocha cavidad; un segundo elemento
de insercién, construido de material magnético, que conec=-
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ta una superficie exterior de la onvolvente con dicha cavi-
dad, oxtendiéndose dicho scogundo elesiento al interior de

la cavidad, en alineacidén con dicha pastilla de semiconduc-
tor, pero separada de la misma por un entrehierro; y un
tercer elemento de insercién de concentrador de flujo, en
forma de U, construido de material magnético, dispuesto con
su porcién de base en contacto con dicha placa sustentado-
ra, vy que tiene tna de sus rauwas extendiéndose a través de
dicha superficie exterior de la envolvente, y estando for-
madas con una porcién de bucle exterior, que ésti conecta-
da directamente a dicho segundo elemento de insercidn, es-
tando adaptada dicha porcién de bucle para recibir un con-
ductox por el que circula corriente, y proporcionando dichos
elementos de insercidén unas lineas de flujo magnético cerra
das, con un entrehierro total efectivo que es igual al eos-
pesor de dicha pastilla de seumiconductor més el entrehierro
existente ontre ln pastilla de semiconductor y dicho sogune-
do elemento de insercidn,

112, Un dispositivo de efecto Hall, para perci-
bir la corriente que circula por un conductoer, el cual com-
prende: una envolvente de material amagnético, que tiene
una cavidad en la misma; un elemento de insercién de placa
sustentadora, construido de material magnético, dispuesto
contiguo a dicha cavidad; una pastilla de semiconductor
Hall, montada sobre dicha placa sustentadora y que se extien
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de al interior de dicha cavidad; un segundo elemento de in-
sercidén, construido de material magnético, que conecta una
superficie exterior de la envolvente con dicha cavidad, ex-
tendiéndose dicho segundo elemento al interior de la cavie
dad, eﬁ alineacién con dicha pastilla de elomento semicon=-
ductor, pero separada de la misma por un entrehierro; un
tercexr elemento de material magnético, dispuesto a lo lar-
go de una superficie exterior de dicha envolvente, diferen-
te a dicha superficie exterior, y en contacto con dicha plg
ca sustentadora; un elemento exterlor, en forma de U, cons-
truido de material magnético, que tiendéd una rama conectada
directamente con dicho tercer elemento, y sﬁ otra rama es-
t4 éonectada directamente a dicho segundo elemento, forman-
do la porcién de base de dicho celemento exterior, en forma
de U, una porcién de 'bucle extorior que se adapta para re~
cibir un conductor por el que circula corriente y proporcip
nande dicha placa sustentadora, los elementos segundo y ter
cero, y dicho elemento exterior en forma de U, unas lineas
de flujo magnético cerradas con un entrehierro efectivo to-
tal, igual al espesor de¢ dicha pastilla de semiconductor
més ol entrohioerro exlstonte entre la pastilla de semicone
ductor y dicho seguhdo elemonto de inserciémn,

12, UN DISPOSITIVO DE EFECTO HALL.

Tal vy como se ha descrito en la Memoria que an-
tecede, representado on los dibujos que se acompailan y con
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los fines que se han especificado.

Lsta Memoria consta de veintiuna hojas escritas

a miquina por una sola cara.

5 Madrid,

P, A 23DIC. 1974

ogcur@lmburu
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